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1 研究背景
電気自動車の普及に伴い，パワーデバイス

の需要が増加し，信頼性向上のためには放射
線対策が不可欠である．パワーデバイスの放
射線による永久故障として SEB (Single Event
Burnout)がある [1]．これは放射線により生じ
た電荷によってインパクトイオン化が発生し，
大電流が流れ，素子そのものが焼損する現象で
ある．SEBによる破壊メカニズムが分かるよう
に破壊痕を抑制する必要がある．本稿では測定
回路におけるキャパシタの容量を変えて，IGBT
の SEBによる破壊痕の測定結果を報告する．

2 測定方法
パワーデバイスに接続されたキャパシタの電

荷が SEBに寄与する [2]．本測定では，異なる
容量のキャパシタ (15µF，1µF，100nF，10nF，
1nF) で，図 1 の測定回路を用い，電源電圧
900V，電源電流 5mA を印加し，OFF 状態の
1200V耐圧の Si IGBTに中性子を照射し，SEB
を発生させ，破壊痕を観察した．電源電流が破
壊痕に影響しないように電流を抑制した．

3 測定結果
キャパシタの容量が 15µFのときの破壊痕を

図 2に示す．SEB発生後の RCE は 33.8Ωであ
る．赤色はOBIRCHの発光によるものである．
容量が 1nFのときの破壊痕を図 3に示す．SEB
発生後の RCEは 71kΩである．
　 1nFのキャパシタの破壊痕は 15µFのときの
約 14%になった．キャパシタの容量を減少させ
ると破壊痕が小さくなる．キャパシタの容量の
減少により，SEBに寄与する電荷量も減少する
からである．しかし，破壊痕の大きさはキャパ
シタの容量に比例していない．

4 まとめ
今回の測定でキャパシタの容量で破壊痕を抑

制することができた．今後は，他の手法を用い
て破壊痕を抑制できるかを検討する．

図 1: Schematic of experimental test circuit

図 2: Image of damage region when C = 15µF

図 3: Image of damage region when C = 1nF
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